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【はじめに】我々の研究グループでは、Core-shell型 GaNナノワイヤ(NW)・量子殻(MQS)

を用いた発光素子の研究を行っている。NWは下地層から貫通転位が伝播しないため無転位結

晶が実現可能であり、量子殻の非極性面(m面)及び半極性面(r面)活性層の活用により発光効率の

向上が期待できる。本研究では、n-GaN NWから量子殻への点欠陥の伝搬抑制を目的に、量子殻

成長前に GaInN/GaN超格子(SL)を成長させた NWを用いてデバイス特性評価を行った。 

【実験方法】SiO2 ホールパターンを形成した n-GaN テンプレート基板上に MOVPE 法を用いて

n-GaN NW及びそれを覆うように GaInN/GaN SL、量子殻、p-GaNを成長した。同サンプルにスパ

ッタリング法により p型透明 ITO電極および EB蒸着により n型 Cr/Ni/Au電極を有する LEDを試

作した。結晶構造、動作特性及び光学特性の評価として SEM観察、EL測定を行った。 

【結果と考察】図 1～3に作製したデバイスの断面 SEM像、IVL、および発光スペクトルを示す。

CL測定により SLを成長した NW及び SLを成長していない NWにおいて r面で 492 nm、c面で

524 nmの発光を確認した。また、GaInN/GaN SLを用いることにより r面、c面共に EL強度が増

加し、100mA注入時の IL強度は約 3倍となった。この要因として、GaInN/GaN SLにより点欠陥

の伝搬が抑制されたことが示唆される。さらに、SLを成長した NWは SLを成長していない NW

と比較してMQSの r面長が 168 nm長く、c面長が 126 nm短い。そのため、SLによる点欠陥伝搬

抑制効果に加え、r面の発光面積が増加したことも発光強度向上の要因であると考えられる。 

         

Figure1 Cross-sectional SEM images of NW device (a)with SL and (b)without SL. 

Figure2 I-V-L characteristics of NW devices with and without SL. 

Figure3 EL spectrum of NW devices (a)with SL and (b)without SL. 
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